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はじめに：有機薄膜トランジスタの電荷輸送特性

を向上させるには、有機薄膜中に形成される結晶配向

や多形を制御する必要がある。このために有機薄膜の

形成過程を実験的に明らかにすることが重要である。

今回はその場すれすれ入射小角 X 線散乱(in situ 

GISAXS)測定法を用い、ペンタセンの薄膜形成過程を

観察した。さらに本測定で得られた散漫散乱からペン

タセン薄膜形成中の膜厚の導出を試みた。 

実験：ペンタセン蒸着中の GISAXS 測定は 

SPring-8 BL46XUで行った。使用した X線のエネルギ

ーは 10.34 keV とした。ペンタセンは自然酸化膜付き

Siウエハ上に 25℃で蒸着した。 

結果： Figure 1には、X線散乱強度の蒸着時間依

存性示す。ここで 2z は試料面法線方向の散乱角を表

し、横軸 2xy は試料面内方向の散乱角である。ペン

タセンが基板上に付着することで散漫散乱強度が増大

した。このとき Fig. 1中の赤線部(2z= 0.6°)での１次

元プロファイルを作成すると(Fig. 2(a))、2z軸上で極

小値をとることが明らかとなった。さらに 2xy= 

0.018°における散漫散乱の強度と蒸着時間との関係を

調べると(Fig. 2(b)参照)、蒸着時間の増加にともない

強度が振動していることが明らかとなった。これらの

原因は、膜厚の増加によってペンタセンからの散乱と

基板からの散乱が干渉しあうためと考えられる。また

この測定データからペンタセンの反射率 rを推定し散乱強度を検討することで、ペンタセン蒸着

中の膜厚を算出できると考えられる。 

 

Fig.1 In situ GISAXS patterns during the pentacene growth. 

(t =0, 30, 50, 70 seconds) 

  

Fig. 2(a) A line profile of horizontal cut at 2z = 0.6° 

obtained by GISAXS measurement.. 

(b) Time dependence of diffuse scattering 

at 2z = 0.6° and 2xy = 0.018°. 

第 75 回応用物理学会秋季学術講演会　講演予稿集（2014 秋　北海道大学）

Ⓒ 2014 年　応用物理学会

18a-A2-6

12-096


